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研究成果概要 
 有機電界効果トランジスタ(OFET)の優れた半導体材料である trans-ポリ(チエニレン

ビニレン) (PTV)は、溶解性が低く、均質な薄膜を作製するためには、通常、有毒なハ

ロゲン系溶媒を用いる必要がある。本研究では、この問題の解消を目的として、溶解性

の高いと期待される cis-PTVを前駆体とする薄膜調製法を開発した(下図)。具体的には、

cis-P1 が低環境負荷溶媒である 2-MeTHF に対して溶解するかどうか、また、cis-P1 が

薄膜中においてシス-トランス異性化を起こすかどうかを調べた。 
 まず、ジブロモイソインディゴ 1 と(Z)-1,2-ジチエニルエテン(2)の直接的アリール化

重合により cis-P1(cis 92%, Mn
NMR = 9,600, Mn

GPC = 10,700)を合成した(下図)。cis-P1 は溶

解性が高く、2-MeTHF に対して高い溶解度を示した(83 g/L)。一方、1 と(E)-2 との反応

により合成した trans-P1(trans >99%, Mn
NMR = 9,900, Mn

GPC = 15,700)は溶解性が低く、

2-MeTHF に対してほとんど溶解性を示さなかった(溶解度 <0.1 g/L)。続いて、cis-P1
の 2-MeTHF 溶液を使用して作成した薄膜について、異性化の条件を検討したところ、

240 °C で加熱することにより、対応するトランス体(trans-P1iso; trans >99%, Mn
GPC = 

15,500)へと定量的に転化することがわかった。さらに、熱異性化を経て調製された

trans-P1isoの薄膜は、OFET において、trans-P1 の薄膜と同等の正孔移動度を示した。 
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